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On Photo-piezoresistance Effect in n-type Germanium 
Shoj.i ICHIMURA 
A new photo-piezoresistance effect was observed which is caused by homogeneous distribution 
of the hydrostatic pressure in a n-type germanium. The effect observed are in agreement with 
the explanation that effect is caused by the dependence of the energy gap on.the pressure. 














効果が現れることを発見し、 これをPho to p iezo 




















圧力を加えた時の Photo Voltatic Effect (光起電
力効果、 以下PVEと記す) に対する圧力効果につい
てであるが、 静水圧のような等方的圧力を加えた研







2 - 1 �式 キヰ
実験に使用したη型Ge はトヨタ中央研究所製の
半導体素子で、 その詳細は表 1 に示すごとくであ
る。
















2 - 2 実 験 装 置
a) 圧力容器
5 X 5 X 6 0柑のアクリル樹脂のブロックに直径15
写真一 1 圧力容器使用状態での外観図
寸 法 tJf 抗 値
6.7 X0.45 XO.145 mm' 65.1 Q 
6.7XO.65XO.15mm' 65.0Q 













にした。 写真一 2 は実験装置全体図を示す。
写真一 2 実 験 装 置
95 -
写真 中 lは 1 KWプロジェクションランプで 100 V
で点灯を行う。 ランプは強制空冷され、 光源から出























とする) に光を照射するとιの両端に光起電力 P V
Eが生ずる。 この起電力を消すために水銀電池









R Eを試料.Nò. 1 -必 4 について測定した。 各試料の
PVE、すなわち圧力を加えない時の光起電力が最初
に測定された。 各試料の PVE は光の強きと直線関
係にあることが実験的に確かめられたので光の強き
は相対的に PVE の値で示すことにした。
試料必 3 を用いて予備実験を行った。 この場合ア
クリル樹脂ブロックの代りに圧力装置として注射器





試料必 1 は結晶面 ( 100) で 軸方向 く110>比抵抗O.
1Qー捌のη型Ge単結品である。 図- 2 はPVE=2.3 
mV相当における光照射下のPPREと圧力の関係で
ある。 照射スポットは 1 X 2怖がでスポット{立置は
電極部 の上部 であった。 図からわかるようにPPRE
は圧力と直線関係にある。 PPREと照射光の強さと
の関係を知るため照射光量を調節し、 圧力200勾/耐



























図-4 には 各 PVE におけるPPREと圧力との関
係が示しである。















試料必3 は軸方向く111>、 比抵抗2. 0Q仰の η 型
Ge単結晶である。 スポット 位置は両電極の中間のバ
ルク部分であった。 照射光量を それぞれPVE値にし






PPRE/ 圧力(μ V /勾 /IYTTL')の 値 が PVE の増加
と共に、すなわち照射光量の増加と共に増加してい
ることがわかる。 また各圧力におけるPPRE と照射
光量の関係を 図 5 に示す。




試料.Nò.2 は結品面 (100)、軸方向く001>の π 型Ge
単結晶で比抵抗は 0. 1 Qー酬である。 照射スポット 位
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図一 7 と図 - 8 よりわかるように、 PPRE/圧力
(μV /勿/cmf) の値は照射光の 位置が電磁部よりも電
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静水圧(krt/�)
図 8 各照射光量における静水圧- PPRE 出力 の関係





































(試料.Nò.l 、d悦2 と試料必3 の実験結果より)。
(5) PPREは照射光量の増加と共に増加する。
(6) 半導体素子の PVE が大きいほどPPREの圧
力感度は大きい。
試料.Nò. 1 -.Nò.4 までのPPRE特性を表 2 にまと
めておく。
PPRE出力特性
試 料 圧力に対する 圧力200勾/Dm'PVE 照明イ立置PPRE最大感度 対PPRE最大感度
π型Ge 0.1 Q-捌
1μV/勾欄2 70μV/1mVPVE 電 極.Nò.l (100) 部く110>
.Nò.2 
n型仇 O.lQ-om
0.6μV/勾側2 55μV /lmVPVE 電 極 音日(100) <001> 
.Nò.3 
γπ 汗ニヒ日Ge 2 Q - CIIn 
3μV/勾om-2 500μVl1mVPVE ノ〈 /レ ク<111> 



















(応力による エネルギーギャッ プの変化率) がPaul
ら(6)の理論値とよく一致する ことを見出した。





















1 fJ.σ ムt， =一一一十一一 ・ 一一 . .. ・H・-・(2)1 1 +μ，/μ2 σ 
ここでい
μ， . 電子易 動度
μ2 . ホール易 動度
ムσ=σ-a o . 光照射時の電気伝導度変化
(2)式を(1)式に代入して
1 企i!_ (EGo-EGp) e( 1 +μ，/μ2) 
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